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はじめに：MOSFETのさらなる性質向上のためには high-kゲート絶縁膜を直接 Siに形成した構造が望まれる。 
La2O3はシリケートを形成することで Si基板との直接接合が可能である次世代 high-k材料である[1]。La2O3 
は高温熱処理によってシリケートの形成量が増加し、それに伴い EOTも増加してしまう課題を有している。 
そこで我々はサーマルバジェットを小さくすることで EOT増加を抑制できると考え、短時間高温熱処理として 
2秒の熱処理の検討を行った。 
実 験：SPM洗浄後 HF処理した n-Si(100)基板に電子線蒸着法により La2O3を堆積し、その後 in-situでWを RFス 
パッタ法で堆積した。その後裏面に Alを蒸着し、F.G.(N2:H2=97:3)雰囲気中で 500～900oCそれぞれ高温熱処理 
を 2秒行い、CV特性を測定した。またフィッティングにより EOTを求めた。 
結 果：熱処理時間を 30分から 2秒にすることで、700oCでの EOTの増加が 40％抑えられていることを確認した(Fig.1) 
この結果は熱処理時間の減少による EOT増加の抑制効果を示唆している。 
 
[1]J.A.Ng, et al., IEICE Electronics Express, Vol.3, No.13, p.316(2006) 
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Fig.1 熱処理時間によるEOTの変化
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